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Souhrn 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací chalkogenidového skla o 

složení (GeS2)0,5.(Sb2S3)0,5 u něhož byla provedena dotace stříbrem o různém procentuálním 

zastoupení. Teoretická část této práce se zabývá přípravou chalkogenidových skel a jejich 

vlastnostmi. Dále pak vlastnostmi mnou studovaného systému (GeS2)0,5.(Sb2S3)0,5 a popisem 

metod, které byly použity pro charakterizaci skla. Dále je zde popsán a studován jev 

odporového spínání na tenkých vrstvách připravených skel. V další části práce jsou 

diskutovány výsledky charakterizace a odporového spínání. 
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 Chalkogenidová skla, odporové spínání, Ag-Ge-Sb-S 

  

  



  

Summary 

 This diploma thesis deals with preparation and characterization of chalcogenide 

glasses with composition (GeS2)0,5 (Sb2S3)0,5. This samples were doped with silver in different 

concentrations. The theoretical part of this work deals with preparation and properties of 

chalcogenide glasses. Also, theoretical part deals with properties of studied glasses 

(GeS2)0,5.(Sb2S3)0,5 and description of the methods used for characterization. Also, there is 

desribed the process of resistive switching. The discussion part focuses on result of  

characterization and on result of resistive switching. 
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Seznam zkratek 

AFM – Mikroskopie atomárních sil 

DAH –  Dlouhovlnná absorpční hrana 

DSC – Diferenční skenovací kalorimetrie  

EDX – Energiově-disperzní rentgenová spektrometrie 

k – Extinkční koeficient 

KAH – Krátkovlnná absorpční hrana 

n – Index lomu 

PMC – Programovatelná metalizační cela 

PLD  – Pulzní laserová depozice 

rp – Amplitudový koeficient odrazu polarizace typu p 

rs – Amplitudový koeficient odrazu polarizace typu s 

Tg – Teplota skelné transformace, [Tg] = K 

UV – Ultrafialové elektromagnetické záření 

VIS – Viditelné elektromagnetické záření 

Z – Impedance, [Z] = Ω 

Z´ – Reálná část impedance 

Z´´– Imaginární část impedance 

∆ – Elipsometrický parametr, fázový rozdíl mezi p-polarizovanou vlnou a s-polarizovanou 

vlnou 

Ψ – Elipsometrický parametr, poměr amplitud mezi p-polarizovanou vlnou a s-polarizovanou 

vlnou 
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Úvod 

 Hlavním cílem této práce je studium chalkogenidového skla o složení 

(GeS2)0,5.(Sb2S3)0,5 a jeho použití jako pevného elektrolytu pro odporové spínání.  Právě 

odporové spínání je v současné době jedním z velmi studovaných jevů, které by bylo možno 

použít pro ukládání dat. Odporové spínání je založeno na toku iontů mezi dvěma elektrodami 

skrze iontově vodivý materiál, přičemž jedna z elektrod je z kovu difundujicího ionty a druhá 

z inertního kovu. 

 Vzhledem k tomu, že žijeme v době, která se nedokáže obejít bez počítačů a bez 

elektronického uchovávaní informací je výzkum zabírající se tímto směrem velmi důležitý. 

Elektronické uchovávání dat začalo s kazetami, disketami a dalšími zařízeními, která však 

nebyla schopna uchovávat data v požadovaném objemu. Následovalo objevení CD, jehož 

čtení a zápis fungují na principu odrazu laseru. Vývoj nezadržitelně pokračoval s cílem 

vytvořit zařízení menší s vyšší kapacitou a větší rychlosti zápisu. Tak v dnešní době máme 

k dispozici blue-ray disky (optické paměti) a flash disky (elektrické paměti).  

Na přelomu tohoto a minulého století došlo k objevu tzv. programovatelných 

metalizačních cel (PMC). Právě tyto cely s iontově vodivým elektrolytem by mohly 

v budoucnu sloužit jako náhrada pamětí typu „flash“.  
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